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Abstract 



A method is provided for manufacturing a liquid crystal display having a gate bus line, a data bus line, 
and a switching element with a drain electrode over a substrate. The method includes the steps of 
forming a protection layer over the substrate to cover the gate bus line, the data bus line and the 
switching element, roughening the surface of the protection layer, removing a portion of the protection 
layer to define a contact hole in the protection layer over the drain electrode of the switching element, 
and forming a pixel electrode on the roughened surface of the protection layer, the pixel electrode being 
connected to the drain electrode through the contact hole. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG istgestellt 

(g) Flussigkristallanzeigevorrichtung und ein Verfahren zu ihrer Herstellung 

(§) Fiussigkristallanzelgevorrlchtung und ein Verfahren zu 
ihrer Herstellung, insbesondere ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines aktiven Paneels auf einem Substrat fur eine 
Flussigkristallanzeigevorrichtung, wobel das aktive Pa- 
neel eine Gatebusleitung, eIne Datenbusleitung und ei- 
nen eine Drainelektrode aufweisenden Schalter aufweist, 
warden bereitgestellt. Das Verfahren weist folgende 
Schritte auf: Ausbilden einer Schutzschicht auf dem Sub- 
strat, welche die Gatebusleitung, die Datenbusleitung 
und den Schalter bedeckt; Aufrauhen der Oberflache der 
Schutzschicht; selektives Entfernen eines Bereichs der 
Schutzschicht, urn ein Kontaktloch in der Schutzschicht 
Ciber der Drainelektrode auszubilden; und Ausbilden einer 
Pixel el ektrode auf der aufgerauhten Oberflache der 
Schutzschicht, wobei die Pixel el ektrode an die Drainelek- 
" trode durch das Kontaktloch hindurch angeschlossen ist. 
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Beschieibung 

Die Erfindung betrifift eine Flussigkristallanzeigevorrichtung und ein Verfahren, zur Herstellung derselbea, insbeson- 
dere ein aktives Paneel fUr eine Fllissigkristallanzeigevorrichtung und ein \ferfahren zur Herstellung des aktiven Paneels 
5 mil Dunnschichttransistoren als Schalter. 

Eine herkdnimliche Russigkristailanzeigevorrichtung wird bezugnehmend auf Fig. 1 beschrieben. Eine Gatebuslei- 
tung 17 ist horizontal auf einem Substrat ausgebildet und eine Gateeiektrode 17a ist aus der Gatebusleitung 17 abge- 
zweigt. Hne Datenbusleitung 15 ist vertikal auf dem Substrat ausgebildet und eine Souiceelektiode 15a ist aus der Da- 
tenbusleitung 15 abgezweigL Hn Diinnschichttransistor 8 ist auf dem Substrat nahe an der Kreuzungsstelle dsr Gatebus- 

10 leitung 17 mit der Datenbusleitung 15 ausgebildet Hne Drainelektrode 15b des DUnnschichttransistors 8 ist so ausgebil- 
det, dafi sie mit einer Pixelelektrode 4 elektrisch verbunden ist. 

Der Aufbau des aktiven Paneels einer herkommlichen FLUssigkristallanzeigevorrichtung wird bezugnehmend auf die 
Fig. 2 und 3, welche Quarschnitte entlang der Linien II-II bzw. ni-in aus der Fig. 1 zeigen, naher beschrieben. 

aus Fig, 2 ersichtlich, ist eine Gateeiektrode 17a, die aus einer Gatebusleitung abgezweigt, auf einem Substrat 11 

IS ausgebildet. Eine in einem Anodisierungsverfahren aufgebrachte Oxidschicht 35 ist auf der Gateeiektrode 17a ausgebil- 
det, um die Isolierung der Gateeiektrode 17a zu verbessem und Unebenheiten (hillocks) zu vermeiden. Eine Gateisolie- 
rungsschicht 23, die aus anorganischem Material wie SiN^ oder SiO^^ hergestellt ist, ist auf der gesamten resultierenden 
Oberfii^he des Substrats 11, einschlieBlich der Gateeiektrode 17a mit der in einem Anodisierungsverfahren aufgebrach- 
ten Oxidschicht 35, ausgebildet. Eine Halbleiterschicht 22 aus amorphem Silizium (a-Si) ist auf der Gateisolierungs- 

20 schicht 23 uber der G ateelektrode 17a ausgebildet. Eine ohmische Kontaktschicht 25 ist auf der Halbleiterschicht 22 aus- 
gebildet. Eine Sourceelektrode 15a, die aus einer Datenbusleitung 15 abzweigt, und eine Drainelektrode 15b sind mit ei- 
nem bestinmiten Abstand voneinand^ auf der ohmischen Kontaktschicht 25 ausgebildet. Der Teil der ohmischen Kon- 
taktschicht zwischen der SourceelekUxxle 15a und der DrainelekUrode 15b ist entfemt. Eine Schutzschicht 26, aus einem 
organischen Material wie Benzocyclobuten (BCB), ist so ausgebildet, daB sie die gesamte resultierende Oberflache des 

25 Substrats 11 einschlieBlich der Sourceelektrode 15a und der Drainelektrode 15b bedeckt. Eine Pixelelektrode 4 ist aus 
transparentem leitfahigem Material, wie Indium-Zinn-Oxid (ITO), auf der Schutzschicht 26 ausgebildet und an die 
Drainelektrode 15b durch ein Kontaktloch 31, welche in der Schutzschicht 26 ausgebildet ist, hindurch angeschlossen. 
Die Bezugszeichen A und B in den Fig. 1 bis 3 zeigen die Uberatzten Bereiche der Pixelelektrode 4. 

Wie aus Fig. 3 ersichtlich, ist die Gateisoiierungsschicht 23 aus einem anorganischen Isolationsmaterial, wie SiN^^ 

30 Oder SiOji, auf dem transparenten Substrat 11 ausgebildet und die Datenbusleitung 15 ist darauf ausgebildet. Die Schutz- 
schicht 26 aus BCB, auf der die Pixelelektrode 4 ausgebildet ist, bedeckt die gesamte resultierende Oberflache des Sub- 
strats einschlieBlich der Datenbusleitung 15, der Sourceelektrode 15a und der Draineleku-ode 15b. Die Bezugszeichen A 
und B bezeichnen die uberatzten Bereiche der Pixelelektrode 4. Aufgrund dieser uberatzten Bereiche tritt Licht duich die 
durch (1) und (2) gekennzeichneten Gebiete hindurch, in denen die Datenbusldtung von der Pixelelektrode nicht Ober- 

35 lappt ist. 

In den aktiven Paneels herkommlicher Russigkristallanzeigevorrichtungen ist die Schutzschicht 26 aus organischem 
Isolationsmaterial wie BCB ausgebildet, das eine gute Nivellierfahigkeit (mit dem also eine ebene Oberflache erzielbar 
ist) und eine niedrigere relative Dielektrizitatskonstante als anorganische Isolationsmaterialien hat. Deswegen kann die 
Pixelelektrode 4 die Datenbusleitung 15 iiberlappend ausgebildet werden. Als Ergebnis kann das Offnungsverhaltnis der 

40 Flussigkristallanzeigevorrichtung verbessert werden. 

Jedoch kann die Pixelelektrode 4 in der Praxis nicht entsprechend einer gewunschten Struktur ausgebildet werden 
(durch die gestrichelten Linien in Fig. 1 dargesteUt). Der Grund dafur liegt im tJberatzen der ITO-Schicht durch Bindrin- 
gen von Atzmittel in den Zwischenraum zwischen der ITO-Schicht 4 und der organischen Isolierungsschutzschicht 26 
wahrend des Strukturierens von Indium-Zinn-Oxid durch Atzen. Die Uberatzten Bereiche sind in den Fig. 1 bis 3 mit A 

45 und B bezeichnet, Es ist dabei schwierig, den AtzprozeB derart zu steuem, daB ein Oberatzen d» Pixelelektrode verhin- 
dert wird. Dariiber hinaus verursacht die Uberatzte Pixelelektrode. daB Licht durch die Bereiche (1) und (2) nach Fig. 3 
unerwunscht hindurchtritt Dementsprechend sind KonUrast und Anzeigequalitat bei herkommlichen Hussigkristallan- 
zeigevorrichtungen schlecht. 

Im Einzelnen wird die ITO-Schicht durch Eindringen des Atzmitteis in Risse in der ITO-Schicht und/oder in den Zwi- 
50 schenraum zwischen der ITO-Schicht und der organischen Schutzschicht Uberatzt. Die Risse entstehen wahrend des Auf- 
bringens und Strukturierens der ITO-Schicht auf der Schutzschicht aufgrund des Unterschieds in den thermischen Aus- 
dehnungskoeffizienten dieser beiden Schichten. Die Haftung zwischen den beiden Schichten ist schlecht. 

W^e aus E^g. 4 ersichtlich, ist die ITO-Schicht um eine Lange A von der Kante der Photolackschicht durch das Ein- 
dringen des Atzmitteis zwischen die ITO-Schicht und die Schutzschicht (d. h. in den Zwischenraum 200), wie mit dem 
55 Pfeil gezeigt, Uberatzt, wenn die ITO-Schicht auf der aus oiganischem Material wie BCB gebildeten Schutzschicht 26 
zur Ausbildung einer Pixelelektrode 4 strukturiert wird. 

Dementsprechend betrifft die Erfindung ein aktives Paneel fur eine Flussigkristallanzeigevorrichtung und ein \ferfah- 
ren zur Herstellung desselben, mit denen die Nachteile und Begrenzungen des Standes der Technik vermeidbar sind. 
Durch die Erflndung wird die Aufgabe gelost, ein aktives Paneel fur eine Flussigkristallanzeigevorrichtung mit einer 
60 prazise strukturierten Pixelelektrode auf einer Schutzschicht aus organischem Isolierungsmaterial bereit zustellen, so daB 
eine Flussigkristallanzeigevorrichtung mit hohem OffnungsverhSltnis und verbessCTter Produktionsausbeute erzielt wer- 
den kann. 

Um diese Aufgabe zu losen, wird erfindungsgemaB ein Verfahren zur Herstellung einer Flussigkristallanzeigevorrich- 
tung mit einer Gatebusleitung, einer Datenbusleitung und einem eine Drainelektrode aufweisenden Schalter auf einem 
65 Substrat bereitgestellt, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist: Ausbilden einer Schutzschicht auf der gesamten 
Oberflache des Substrats, um die Gatebusleitung, die Datenbusleitung und den Schalter zu bedecken; Auf rauhen der 
Oberflache der Schutzschicht; Entfemen eines Bereichs der Schutzschicht, um ein Kontaktloch in der Schutzschicht uber 
der Drainelektrode des Schalters auszubilden; und Ausbilden einer Pixelelektrode auf der aufgerauhten Oberflache der 
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Schutzschicht, wobei die Pixelelektrode an die Drainelektrode durch das Kontaktloch hindurch angeschlossen isL 

Gemafi einem anderen Aspekt der Erfindung wird ein aktives Paneel fur eine Russigkristallanzeigevorrichtung bereit- 
gestellt, das ein Substrat, eine Gatebusleitung auf dem Substrat, eine Datenbusleitung iibCT dem Substrat, einen Schalter 
auf dem Substrat, eine Schutzschicht, welche die gesamte Oberfl^be des Substrats einschlieBlich der Gatebusleitung, 
der Datenbusleitung und des Schalters bedeckt und eine rauhe OberflSche aufweist, und eine Pixelelektrode auf der rau- 5 
hen Oberflache der Schutzschicht aufweist 

GemaB einem anderen Aspekt der Erfindung wild ein Verfahren zur Herstellung einer geschichteten Struktur aus einer 
oiganischen Schicht und einer transparenten leitf^igen Schicht Uber einem Substrat zur Verwendung in einer Htissig- 
kristallanzeigevorrichtung bereitgestellt, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist: Ausbilden der oiganischen 
Schutzschicht Uber dem Substrat; Anwenden von wenigstens einer der Methoden Thxkenatzen, Sputteratzen und UV lo 
Bestrahlung auf die oiganische Schutzschicht um die freiliegende Oberflache der oiganischen Schicht aufzuiauhen und 
damit die Oberflache d^ oiganische Schicht zu veign5Bem; und Ausbilden der transparenten leitfahigen Schicht auf der 
aufgerauhten Oberflache der oiganischen Schicht. 

GemSB einem weit^n Aspekt der Erfindung wird ein aktives Paneel bereitgestelit, das ein Substrat, eine Mehrzahl 
von Schaltem, eine Mehrzahl von Gatebusleitungen und eine Gateisoli^ngsschicht auf dem Substrat, eine Mehrzahl 15 
von Souicebusleilungen uber dem Substrat, eine oiganische Isolierungsschicht mit einer unteren Oberflache und einer 
oberen Oberflache, wobei die Isolierungsschicht mit ihrer unteren Oberflache auf dem Substrat aufliegend angeordnet ist 
und die gesamte Oberflache des Substrats einschlieBlich der Mehrzahl von Schaltem, der Gatebusleitungen, der Gateiso- 
lierungsschicht, und der Sourcebusleitungen bedeckt und die obere Oberflache ein rauhes Profil aufweist, welches von 
dem Profil der unteren Oberflache unabhangig ist, und eine Mehrzahl von transparenten leitfahigen Elektroden auf der 20 
Oberflache der oiganischen Schicht aufweist, wobei jede der transparenten leitfahigen Elektroden an einen zugeoidneten 
Schalter angeschlossen ist. 

In der Zeichnung zeigen: 

Fig, 1 eine Draufsicht auf ein aktives Paneel einer herkommlichen Russigkristallanzeigevorrichtung; 

Fig. 2 und 3 Querschnittsansichten des aktiven Paneels einer herkommlichen Russigkristallanzeigevoirichtung ent- 25 
lang der Linie II-II bzw. m-IH aus Fig. 1 ; 

Fig. 4 eine Querschnittsansicht, die eine uberatzte ITO-Schichteines aktiven Paneels einer herkommlichen Russigkri- 
staUanzeigevorrichtung zeigt; 

Fig, 5 eine Draufsicht auf ein aktives Paneel einer Russigkristallanzeigevoirichtung gemaB einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung; 30 

Fig. 6 eine Querschnittsansicht des aktiven Paneels der Russigkristallanzeigevorrichtung entlang der Linie VI- VI aus 
Fig. 5; und 

Fig. 7A-7H Querschnittsansichten entlang der Linie VH-VII aus Fig. 5 nach jeweiUgen Herstellungsschritten eines 
aktiven Paneels einer Russigkristallanzeigevorrichtung gemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung. 

Ein aktives Paneel fur eine Russigkristallanzeigevorrichtung gemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 35 
dung weist eine oiganische Schutzschicht auf, die eine Gatebusleitung, eine Datenbusleitung, und einen Schalter be- 
deckt Ein Kontaktloch ist in der oiganischen Schutzschicht uber dem Schalter ausgebildet. Eine Pixelelektrode, die auf 
der Schutzschicht ausgebildet ist, ist an den Schalter durch das Kontakdoch hindurch angeschlossen. Die der Pixelelek- 
trode zugewandte Oberflache der oiganischen Schutzschicht wird durch 'Rxxikenatzen, Sputteratzen oder UV Strah- 
lungsbehandlung behandelt, um ein rauhes (d. h. unregelmaBiges) Oberflachenprofil zu erhalten. 40 

Aus den Fig. 5 und 6 ist das aktive Paneel der Russigkristallanzeigevoirichtung mit der oben beschriebenen Struktur 
gemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ersichtlich. Fig. 5 ist cine Draufsicht auf das aktive Paneel der 
Hussigkristallanzeigevoirichtung, und Fig. 6 ist ein Querschnitt des akdven Paneels der Hiissigkristallanzdgevorrich- 
tung endang Linie VI- VI aus Fig. 5. Aus den Fig. 5 und 6 sind eine Pixelelektrode 104, ein transparentes Substrat 111, 
eine Datenbusleitung 115, eine Gatebusleitung 117, eine Gateisoliorungsschicht 123 und eine organische Schutzschicht 45 
126 ersichtlich. 

Wie aus Fig. 6 ersichtlich, hat die oiganische Schutzschicht 126 ein rauhes Oberflachenprofil. Eine derartige Struktur 
vergrSBert die Verbindungsflache zwischen der oiganischen Schutzschicht und der rK>Schicht 104. Hierduich wild die 
Haftung zwischen der oiganischen Schutzschicht und der ITO-Schicht veibessert Dementsprechend kann das Eindrin- 
gen des zum Strukturieren der ITO-Schicht zu Pixelelektroden verwendeten Atzmittels in den Zwischenraum zwischen 50 
der oiganischen Schutzschicht und der ITO-Schicht wirksam verhindert werden. 

Ein bevorzugtes erfindungsgemSBes Verfahren zur Herstellung eines aktiven Paneels fiir eine Russigkristallanzeige- 
voirichtung wird im Bezug auf die Fig. 7A-7H beschrieben. Die Fig. 7A-7H zeigen Querschnitte entlang der Linie VIL- 
Vn aus Fig, 5 nach den jeweiiigen Schritten zur Herstellung des erfindungsgemaBen aktiven Paneels fur eine Riissigkri- 
stallanzeigevoirichtung. 55 

Wie aus Fig. 7A ersichtlich, wild ein erstes Metall, wie Aluminium, Aluminiumlegierung, Chrom oder MolybdSn, auf 
ein transparentes Substrat 111 aufgebracht. Eine Photolackschicht wird auf die erste Metallschicht aufgetragen und ent- 
wickelt, um eine gewiinschte Struktur auszubilden. Eine Gatebusleitung (nicht in der Rgur gezeigt) und eine aus dieser 
abzweigende Gateelektrode 117a werden durch NaBatzen der ersten Metallschicht entsprechend der Struktur der Photo- 
lackschicht ausgebildet. In diesem Schritt wird die Gateelektrode 117a bevorzugl mit zulaufenden Seitenflachen ausge- 60 
bildet, um ein weniger stark gestuftes Profil zu erhalten (Fig. 7A). 

Wie aus Fig. 7B ersichtlich, wird eine Oxidschicht 135 in einem Anodisierungsverfahren auf der Gateelektrode 117a, 
diese bedeckend, ausgebildet, um die Isolierung der Gateelektrode 117a zu verbessem und um Unebenheiten darauf zu 
verhindem. Wenn als erstes Metall Chrom oder Molybdan verwendet wird, ist eine Anodisierung normalerweise unno- 
tig. Dann werden nacheinander anorganisches Material, wie SJN^^ oder SIOj, (woraus eine Gateisolierungsschicht 123 65 
gebildet wird), a-Si (woraus eine Halbleiterschicht 122 gebildet wird) und n* a-Si (woraus eine ohmische Kontaktschicht 
gebildet wird) auf der gesamten resultierenden Oberflache des Substrats ausgebracht, wie aus Fig. 7C ersichtlich. 

Eine Photolackschicht wird auf der n* a-Si Schicht aufgebracht und in eine gewiinschte Struktur entwickelt. Eine oh- 
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mische Kontaktschicht 125 und eiae Halbleiterscbicht 122 werden iiber der Gateelektrode 117a durcb selektives Atzen 
der n* a-Si Schicht und der a-Si Scbicht entsprechend der strukturierten Photolackschicbt ausgebildet (jPig, ID), 

Ein zweites Metall, wie Cbrom oder Aluminium, wird auf die gesamte Oberflache des Substrats einschlieBlicb der oh- 
mischen Kontaktschicht 125 aufgebracbt. Bine Photolackschicbt wird auf die zweite Metallschicbt aufgetragen und in 
5 eine gewUnscbte Struktur entwickelt Eine DaCenbusleitung (nicht in der Figur gezeigt), eine Sourceelektrode 115a, die 
daraus abzweigt, und eine Drainelektrode 115b, die von der Sourceelektrode 115a in Abstand angeordnet ist, werden 
durcb selektives Atzen der zweiten Metallschicbt entsprechend der stnikturi^en Photolackschicbt ausgebildet Der frei- 
liegende Bereich der ohmiscben Kontaktschicht 125 zwischen der Sourceelektrode 115a und der Drainelektrode 115b 
wird entfemt, wobei die Sourceelektrode 115a und die Drainelektrode 115b als Maske benutzt werden. (Fig. 7E). 

10 Danach wird, wie aus Fig. TP ^chtlich, eine Schutzschicht 126 auf d^ gesamten resulderenden OberflSche des Pa- 
neels ausgebildet, wobei die Schutzschicht aus oiganischem Material ist, das aus in Warme aushartenden Harzen, wie 
Polyimidharz, Acrylharz, Phenol, Polyester, Silikon, Acryl und Urethan, und thermoplastiscben Harzen, wie Polycarbo- 
nat, Polyadiylen und Polystyrol ebenso wie aus organischen Materialien, die in der T^belle 1 (siebe unten) angegeben 
sind, wie Benzocyclobuten ^CB), Ruoriertes d-Polyimid, Perfluorcyclobutan (PFCB), Fluorpolyarylether (FR\E), und 

15 auf Siloxan basierendes Polymer, ausgewablt wird. 

Dann wird eine Photolackschicht auf die Schutzschicht 126 aufgetragen und in eine gewiinschte Struktur entwickelt. 
Ein Kontaktloch 131 wird iiber der Drainelektrode 115b durch selektives Trockenatzen der Schutzschicht 126 entspre- 
chend der strukturierten Photolackschicht ausgebildet (Fig, 7F). 
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Wenn die Schutzschicht 126 photosensitiv ist, kann das KontakUoch 131 direkt, ohne Verwendung einer Photolack- 
schicht, ausgebildet werden. Das organische Isolierungsmaterial, aus dem die Schutzschicht 126 gebildet wird, hat eine 
niedrigere relative Dielektrizitatskonstante als anorganische Isolierungsmaterialien. Die parasitare Kapazitat zwischen 
der Datenbusleitung und der Pixelelektrode verringert sich entsprechend, wodurch ein Verluststrom und Obersprechen 65 
eliininiert werden konnen. WUrde die Schutzschicht 126 statt dessen aus anorganischem Isolierungsmaterial gebildet, 
das eine relativ hohe relative Dielektrizitatskonstante hat, ware die parasitare Kapazitat zwischen der Datenbusleitung 
und der Pixelelektrode viel groBer. Deswegen wiirden Verluststrom und tJbersprechen, welche an der Pixelelektrode auf- 
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treten und zu der parasitaren Kapazitat proportional sind, groBer werden. 

GemaB der Erfindung werden Verluststrom und t)bersprechen verhindert, weil die Schutzschicht aus organischem Iso- 
lierungsmaterial mit relativ niedriger lelativer Dielektrizitatskonstante heigestellt wild. AuBerdem hat die Oberflache der 
Schutzschicht 126, welche aus organischem Isolierungsmaterial hergestellt wird, ein weitgehend konstantes Niveau 
5 (ebene Flache) uber die gesainte resultierende Oberflache des Substrats hin, so daS ein Zellspalt mit konstanter Spalt- 
breite erreicht werden kann und Defekte in der Ausrichtungsschicht, welche wahrend des Reibprozesses d^ Ausrich- 
tungsschicht verursacht werden konnen, mit der das Russigkristallmaterial ausgedcbtet wird, verringart warden konnen. 
Deswegen kann durch eine aus organischem Isolierungsmaterial ausgebildete Schutzschicht 126 eine Fltissigkristallan- 
zeigevoirichtung mit hohem OShungsverfaaltnis und einem 2^11spalt mit konstanter Spaltbreite heigestellt w^den. 
10 Danach wird, wie aus Fig. 7G ersichtlich, die Oberflache der Schutzschicht 126 durch Sputteratzen, Ttockenatzen oder 
Ultraviolettstrahlungsbehandlung aufgerauht 

Gem&B einer Ausfuhrungsform wird fUr Sputteriltzen z. B. ein Ar oder O2, oder Ar und O2 enthaltendes Plasmagas 
verwendet, um eine physikalische Reaktion auf der Oberflache der Schutzschicht 126 zu bewiiicen. Die Reaktion be- 
wirkt, daB C oder H Radikale aus der Oberflache ausbrechen, was zur Zerstdrung der Si-basierten Bindungsstruktur an 
15 der Ob^ache fUhrt. Als Eigebnis wird die Oberflache der Schutzschicht 126 rauh. 

Mit der TVockenatzmethode wird die Oberflache der Schutzschicht 126 z. B. unter Verwendung von Gasen mit F oder 
CI Radikalen, welche ebenso O2 enthalten, geatzt. In diesem Fall reagieren C oder H Radikale an der Oberflache der or- 
ganischen Schutzschicht 126 in der Trockenatzkammer mit O2 imter Entstehung von CO, CO2 oder H2O. Als Bigebnis 
wird die Oberflache der Schutzschicht 126 rauh. 
20 Mit der Ultraviolettstrahlungsbehandlung wird die Si-basierte Bindungsstruktur der organischen Schutzschicht 126 
mit energiereicher kurzwelliger Strahlung aufgebrochen, wodurch C oder H Radikale von der Oberflache abgelost wer- 
den. Als Ergebnis wird die Oberflache der Schutzschicht 126 rauh. 

Obwohl der Schritt des Aufrauhens der Oberflache der Schutzschicht in der oben beschriebenen Ausfuhrungsform 
nach dem Schritt des Ausbildens eines Kontaktlochs ausgefiihrt wird, kann die Reihenfolge dieser beiden Schritte gegen- 
25 einander vertauscht werden. 

Danach wird, wie aus Fig. 7H ersichtlich, ITO auf der Schutzschicht 126 aufgebracht und strukturiert, um eine Pixel- 
elektrode 104 durch Photohthographie auszubilden. HiCT ist die Pixelelektrode 104 an die Drainelektrode 115b durch das 
Kontaktloch 131 hindurch angeschlossen und ilberlappt entwed^ die Gatebusleitung oder die Datenbusleitung oder die 
Gatebusleitung und die Datenbusleitung. 
30 Im erfindungsgemaBen aktiven Paneel einer Riissigkristallanzeigevorrichtung sind die Gatebusleitung, die Datenbus- 
leitung und der Schalter von einer organischen Schutzschicht bedeckL Die Oberflache der Schutzschicht wird durch 
Sputteratzen, Trockenatzen oder UV-Bestrahlung aufgerauht. Die aufgerauhte Oberflache der Schutzschicht erhoht die 
Haftung zu einer ITO-Schicht. Deswegen kann das Atzmittel mit dem das ITO wahrend seines Strukturierungsschritts 
selektiv geatzt wird, nicht in den Zwischenraum zwischen der ITO-Schicht und der Schutzschicht eindringen. 
35 Dementsprechend kann erfindungsgemaB die ITO-Schicht prazise sUrukturiert werden, um die Pixelelektrode gemaB 
einer gewiinschten Form auszubilden. Die Pixelelektrode mit solch einer gewiinschten Form kann unerwiinschte Licht- 
durchtritte, welche am Rand der Pixelelektrode durch das Uberatzen auftreten wurden, verhindem und den Kontrast ver- 
bessem. 

40 PatentansprUche 

1. Verfahren zur Herstellung eines aktiven Paneels fur eine Fliissigkristallanzeigevorrichtung, das eine Gatebuslei- 
tung (117), eine Datenbusleitung (115) und einen Schalter auf einem Substrat (111) aufweist, mit folgenden Schrit- 
ten: 

45 Ausbilden einer Schutzschicht (126) auf der gesamten Oberflache des Substrats (111), derart, daB die Schutzschicht 

(126) die Gatebusleitung (117), die Datenbusleitung (115) und den Schalter bedeckt; 
Aufrauhen der &eien Oberflache der Schutzschicht (126); 

Entfemen der Schutzschicht (126) in dnem Bereich, um in diesem ein Kontaktloch (131) Uber dem Schalter auszu- 
bilden; und 

50 Ausbilden einer Pixelelektrode (104) auf der aufgerauhten OberflSche der Schutzschicht (126), wobei die Pixelelek- 

trode (104) durch das Kontaktloch (131) hindurch an den Schalter angeschlossen ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt des Ausbildens der Schutzschicht (126) durch Aufbringen eines 
organischen Isolierungsmaterials auf dem Substrat (lU) durchgefuhrt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei als oiganisches Isolierungsmaterial mindestens eines der folgenden Materia- 
55 lien aufgebracht wird: Polyimidharz; Acrylharz; in WSrme aushartendes Harz; und thermoplastisches Harz. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, wobei als oiganisches Isolierungsmaterial mindestens eines der folgenden Materia- 
lien aufgebracht wird: Benzocyclobuten; Ruoriertes d-Polyimid; Perfluorcyclobutan; und Fluorpolyarylether. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 2-4, wobei der Schritt des Aufbringens des organischen Isolierungsmate- 
rials durch Aufl^ringen eines photosensitiven organischen Materials durchgefuhrt wird. 

60 6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-5, wobei der Bereich der Schutzschicht (126) durch TYockenatzen enl- 

ferat wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-6, wobei die Pixelelektrode (104) derart ausgebildet wird, daB sie min- 
destens die Datenbusleitung (115) oder die Gatebusleitung (117) uberlappL 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-7, wobei der Schritt des Ausbildens der Pixelelektrcde (104) durch Auf- 
65 bringen von ITO auf dem Substrat (111) durchgefuhrt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-8, wobei die freie Oberflache der Schutzschicht (126) mit Hilfe minde- 
stens einer der folgenden Methoden aufgerauht wird: Sputteratzen, TVockenatzen, und UV Bestrahlung. 

10. Aktives Paneel fiir eine Fliissigkristallanzeigevorrichtung, das ein Substrat (111), eine Gatebusleitung (117) 
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und einen Schalter, welche alle auf dem Substrat (111) angeordnet sind, eine auf der gesamten Oberflache des Sub- 
strats (111) angeordnete Schutzschicht (126), welche die Gatebusleitung (117), die Datenbusleitung (115) und den 
Schalter bedeckt und ein rauhes Oberflachenprofil hat, und eine Pixelelektrode (104) aufweist, welche auf der rau- 
hen Oberflache der Schutzschicht (126) angeordnet ist und an den Schalter dutch ein Kontaktloch (131) in der 
Schutzschicht (126) hindurch angeschlossen ist. 5 

1 1 . Akdves Paneel eine HUssigkristallanzeigevonichtung nach Anspruch 10, wobei die Schutzschicht (126) ein 
organisches Isolierungsmaterial aufweist 

12. Akti ves Paneel f Ur eine FlQssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1 1 , wobei das organische Isolierungs- 
matoial mindestens eines der folgenden Materialien aufweist: Polyimidharz; Acrylharz; in Warme aushartendes 
Harz; und thermoplastisches Harz. 10 

13. Aktives Paneel fUr eine Flussigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 11, wobei das organische Isolierungs- 
material mindestens eines der folgenden Materialien aufweist: Benzocyclobuten; Fluoriertes d-Polyimid; Perfluor- 
cyclobutan; und Fluorpolyarylether. 

14. Aktives Paneel fUr eine Fltissigkristallanzeigevorrichtung nach einem der AnsprQche 10-13, wobei das organi- 
sche Isolierungsmaterial photosensitives organisches Material aufweist IS 

15. Aktives Paneel fUr eine Fltissigkristallanzeigevorricbtung nach einem der AnsprUche 10-14, wobei die Pixel- 
elektrode (104) Indium-Zinn-Oxid aufweist 

16. Aktives Paneel fUr eine ROssigkristallanzeigevorrichtung nach einem der AnsprQche 10-15, wobei die Pixel- 
elektrode (104) mindestens die Gatebusleitung (117) oder die Datenbusleitung (115) uberlappt 

17. Aktives Paneel fiir eine FlUssigkristallanzeigevorrichtung nach einem der Anspriiche 10-16, wobei der Schalter 20 
ein Dunnschichttransistor ist, der eine Sourceelektrode (115a), welche aus der Datenbusleitung (115) abgezweigt 

ist, eine Gateelektrode (117a), welche aus der Gatebusleitung (117) abgezweigt ist, und eine Drainelektrode (115b) 
aufweist, die an die Pixelelektrode (104) durch das Kontaktloch (131) in der Schutzschicht (126) hindurch ange- 
schlossen ist 

18. Verfahren zur Herstellung einer geschichteten Struktur aus einer organischen Schicht und einer transparenten 25 
leitfahigen Schicht auf einem Substrat zur Verwendung in einer FKissigkristallanzeigevoirichtung, mit folgenden 

Schritten: 

Ausbilden einer organischen Schicht auf einem Substrat; 

Anwenden mindestens einer von den Methoden Sputteratzen, TVockenatzen, und UV Bestrahlung auf der Oberfla- 
che der organischen Schicht, um die freiliegende Oberflache der organischen Schicht aufzurauhen und damit deren 30 
Oberflache zu vergroBem; und 

Ausbilden der U*ansparenten leitenden Schicht auf der aufgerauhten Oberflache der organischen Schicht. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, wobei der Schritt des Ausbilden der organischen Schicht durch Aufbringen von 
mindestens einem der folgenden Materialien durchgefUhrt wird: Benzocyclobuten, Fluoriertes d-Polyimid, Perflu- 
orcyclobutan, und Ruorpolyarylether, und der Schritt des Ausbildens der transparenten leitfahigen Schicht durch 35 
Aufbringen von Indium-Zinn-Oxid durchgefuhrt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 18, wobei der Schritt des Ausbildens der organischen Schicht durch Aufbringen von 
mindestens einem der folgraden Materialien durchgefuhrt wird: Polyimidharz, Acrylharz, in Warme aushartendes 
Harz, und thermoplastisches Harz, und der Schritt des Ausbildens der transparenten leitfahigen Schicht durch Auf- 
bringen von Indium-Zinn-Oxid durchgefUhrt wird. 40 

21. Aktives Paneel fiir eine Russigkristallanzeigevorrichtung, das 
ein Substrat (lU) 

eine Mehrzahl von Schaltera iiber dem Substrat (111), 

eine organische Isolierungsschicht (126) mit einer unteren Oberflache und einer oberen Oberflache uber dem Sub- 
strat (111), wobei die untere Oberflache dem Substrat (111) zugewandt ist und dieses einschlieBlich der Mehrzahl 45 
von Schaltem bedeckt und die obere Oberflache ein rauhes ObarflSchenprofil aufweist, welches nicht von einem 
Profil der unteren Oberflache abhMngig ist, 

und dne Mehrzahl von transparenten leitfahigen Elektroden (104) auf der oberen OberflMche der organischen Iso- 
lierungsschicht (126) aufweist, von denen jede an einen zugeordneten Schalter durch ein Kontaktloch (131) in der 
organischen Isolierungsschicht hindurch angeschlossen ist 50 

22. Aktives Paneel fUr eine Russigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 21, wobei die organische Isolierungs- 
schicht (126) mindestens eines der folgenden Materialien aufweist: Benzocyclobuten, Ruoriertes d-Polyimid, Per- 
fluorcyclobutan, und Ruorpolyarylether, und wobei jede der transparenten leitenden Elektroden (104) Indium- 
Zinn-Oxid aufweist. 

23. Aktives Paneel fiir eine Russigkristallanzeigevorrichtimg nach Anspruch 2 1 , wobei die organische Isolierungs- S5 
schicht (126) mindestens eines der folgenden Materialien aufweist: Polyimidharz, Acrylharz, in Warme ausharten- 
des Harz, und thermoplastisches Harz, und wobei jede der transparenten leitenden Elektroden (104) Indium-Zinn- 
Oxid aufweist 
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